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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月24日(2011.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電流を交流電流に変換する半導体チップと、
　前記直流電流を前記半導体チップに伝達する配線板と、を有する電極モジュールと、
　前記電極モジュールを収納するためのケースと、を備え、
　前記ケースは、第１及び第２の放熱ベースと、前記第１の放熱ベースの外周を囲んで形
成される第１の薄肉部と、前記第２の放熱ベースの外周を囲んで形成される第２の薄肉部
と、により構成され、
　前記第１の薄肉部は、前記第１の放熱ベースよりも薄く形成され、
　前記ケースは、第１の窪み部を有し、前記第１の放熱ベースが前記第１の窪み部の底面
を形成し、前記第１の薄肉部が前記第１の窪み部の側面を形成することを特徴とするパワ
ーモジュール。
【請求項２】
　請求項１記載のパワーモジュールにおいて、
　前記配線板は、第１と第２の配線板を備え、
　前記半導体チップは、前記第１の配線板と前記第２の配線板の間に配置されていること
を特徴とするパワーモジュール。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のパワーモジュールにおいて、
　前記電極モジュールは、前記第１の放熱ベースと前記第２の放熱ベースとの間に配置さ
れていることを特徴とするパワーモジュール。
【請求項４】
　請求項１乃至３いずれかに記載のパワーモジュールにおいて、
　前記第２の薄肉部は、前記第２の放熱ベースより薄く形成され、
　前記ケースは、第２の窪み部を備え、
　前記第２の放熱ベースは、前記第２の窪み部の底面に形成され、
　前記第２の薄肉部は前記第２の窪み部の側面に形成されることを特徴とするパワーモジ
ュール。
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【請求項５】
　請求項１記載の電力変換装置において、
　前記電極モジュールは、前記電極モジュールが前記第１の放熱ベースと前記第２の放熱
ベースによって支持されるよう前記ケースに配置されたことを特徴とする電力変換装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の電力変換装置において、
　前記第１の薄肉部は、前記第１の放熱ベースと一体で形成されていることを特徴とする
電力変換装置。
【請求項７】
　請求項４記載の電力変換装置において、
　前記第１の薄肉部は、前記第１の放熱ベースと一体形成されており、
　前記第２の薄肉部は、前記第２の放熱ベースと一体形成されていることを特徴とする電
力変換装置。
【請求項８】
　請求項１記載の電力変換装置において、
　前記ケースは、前記第１及び第２の放熱ベースの外周にフィンを備えることを特徴とす
る電力変換装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８いずれかに記載の電力変換装置において、
　前記電極モジュールは、前記半導体チップと前記配線板と一体化する樹脂材料と接着性
のある絶縁層を有し、
　前記配線板は前記樹脂材料の一部から露出し、前記絶縁層は前記露出した一部の配線板
の上に配置されることを特徴とする電力変換装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の電力変換装置において、
　前記絶縁層は、エポキシ樹脂に熱伝導性のフィラーを混ぜ合わせた絶縁シートからなる
ことを特徴とする電力変換装置。
【請求項１１】
　請求項４記載の電力変換装置において、
　前記ケースは、前記第１及び第２の放熱ベースの外周にフィンと、
　冷却媒体が流れるための流路を有する冷却ジャケットとを備え、
　前記ケースは、前記第１及び第２の放熱ベースが前記流路内に配置されるよう前記冷却
ジャケットに固定されており、
　前記フィンは、前記第１及び第２の窪み部から突出していることを特徴とする電力変換
装置。
【請求項１２】
　直流電流を交流電流に変換する半導体チップと、前記直流電流を前記半導体チップに伝
達する配線板と、を有する電極モジュールと、第１及び第２の放熱ベースと、前記第１の
放熱ベースの外周を囲んで形成されかつ前記第１の放熱ベースよりも薄い第１の薄肉部と
、前記第２の放熱ベースの外周を囲んで形成される第２の薄肉部とにより構成されるケー
スと、を備えるパワーモジュールの製造方法であって、
　前記ケースに電極モジュールを挿入し、
　前記ケースの外面を加圧して前記第１薄肉部を変形させることを特徴とするパワーモジ
ュールの製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載のパワーモジュールの製造方法において、
　前記第１及び第２の薄肉部が形成されるよう前記ケースの外面を加圧し、
　前記第２の薄肉部が前記第２の放熱ベースより薄くなるよう形成することを特徴とする
パワーモジュールの製造方法。
【請求項１４】
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　請求項１２記載のパワーモジュールの製造方法において、
　前記ケースは、前記第１の窪み部を形成し、
　前記第１の放熱ベースは前記第１の窪み部の底面を形成し、前記第１の薄肉部は前記第
１の窪み部を形成することを特徴とするパワーモジュールの製造方法。
【請求項１５】
　請求項１２記載のパワーモジュールの製造方法において、
　前記ケースは、前記第１及び第２の放熱ベースの外周にフィンを備えるように成形され
ることを特徴とするパワーモジュールの製造方法。
【請求項１６】
　請求項１２記載のパワーモジュールの製造方法において、
　前記電極モジュールが前記第１及び第２の放熱ベースに支持されるよう前記ケースの外
周を加圧することを特徴とするパワーモジュールの製造方法。
【請求項１７】
　請求項１２記載のパワーモジュールの製造方法において、
　接着性のある絶縁層を固着させるために前記ケースの外周を加圧し、
　前記電極モジュールは、前記半導体チップと前記配線板とを一体化する樹脂材料と接着
性のある絶縁層を有し、
　前記配線板は前記樹脂材料の一部から露出し、前記絶縁層は前記露出した一部の配線板
の上に配置されるように形成されることを特徴とするパワーモジュールの製造方法。
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